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A baixa estabilidade de sensibilizadores organicos é uma das principais causas da curta vida
atil das células solares sensibilizadas por corantes (DSSCs). Dessa forma, o desenvolvimento
de sensibilizadores de alta eficiéncia e longa estabilidade tém sido o objetivo de diversos grupos
de pesquisa. Neste trabalho, é descrito um método simples de obtencéo de TiO2 sensibilizado
com NiTiO3z utilizando TiO2 dopado com Ni como precursor. TiO2 e NiTiOs/ 1% Ni foram
sintetizados pelo método hidrotermal a 200 °C e tratados termicamente em temperaturas
variando de 300 °C a 800 °C em ar atmosférico. As amostras foram caracterizadas por difracdo
de raios-X (DRX), UV-Vis e Mott-Schottky. Espectros de absor¢do mostram a formacao de
TiO2 dopado com Niquel. E observado ainda que a intensidade das bandas de absorcdo
correspondentes ao TiO, dopado com Ni diminuem com o aumento da temperatura de
tratamento térmico e simultaneamente novas bandas de absorcdo atribuidas ao NiTiOs séo
observadas. Através dos padrbes de difracdo obtidos por DRX, é observada a formagéo de
NiTiO3 na mesma faixa de temperatura que promove a transicdo sélido-sélido anatase-para-
rutilo. Pela anélise dos graficos de Mott-Schottky, é possivel observar mudancas na posicao da
banda de conducdo do material apos a dopagem e um leve deslocamento da banda de conducgéo
do NiTiO3 quando comparado com o TiO». Este resultado é essencial para que a transferéncia
de carga do sensibilizador para 0 semicondutor ocorra.
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